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Structuring of a layer on a semiconductor layer structure is carried 
out by: (a) applying, onto the layer (2) to be structured, an 
auxiliary layer having good etch selectivity w.r.t. the layer (2); 
(b) applying and photolithographically structuring a photolacquer 
layer on the auxiliary layer; (c) transferring the photolacquer 
structure (41 ) to the auxiliary layer by etching; (d) selectively 
back-etching the auxiliary layer laterally under the photolacquer 
structure (41); and (e) after removing the photolacquer structure 
(41 ), using the auxiliary layer structure (31 ) as a mask for 
structuring the layer (2). 
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Verfahren zur Strukturierung einer auf einem Halbleiterschichtaufbau angeordneten Schicht 

FIG A 



. Zur Strukturierung einer auf einem Halbleiterschichtauf- 
bau (1) angeordneten Schicht (2) wird auf die zu strukturie- 
rende Schicht (2) eine Hllfsschicht und eine Fhototack- 
schicht aufgebracht. Die Hilfsschicht ist mit guter Setektivt- 
t3t zur 2u strukturierenden Schicht (2) atzbar. In der Photo- 
lackschicht wird phototechnisch eine Struktur (41) erzeugt, 
die durch Atzen in die Hilfsschicht ubertragen wird. Dabei 
wird die Hilfsschicht lateral unter die Photolackstruktur (41) 
ruckgeatzt. Nach dem Entfemen der Phototackstruktur (41) 
wird die Hilfsschichtstruktur (31) als Maske fur die Struktu- 
rierung der darunterllegenden Schicht (2) verwendet. Auf 
diese Weise ist die Erzeugung von Strukturen mdgtich, de- 
ren Breite die durch die Photolithographie vorgegebene Auf- 
Idsung um bis zu 0.5 uriterschreitet. Das Verfahren f indet 
insbesondere Anwendung zur Gatestrukturierung in CMOS- 
Logikprozessen und zur Strukturierung von Metallisierungs- 
ebenen. 



to 

oi 
to 

Ul 

Q 




BUNOESORUCKEREI 09.90 008046/2^7 



7/70 



S. 117-122; 

. US-Z: LIGHT, R.W.: Reactive Ion Etching of 
Aluminium/Silicon. In: Vol. 130. No. U.S. 2225-2230; 

- US-Z:MELE,T.C.; 

et al: Anisotropic Reactive Ion Etching. In: 
Electrochemical Society Active Member. Vol. 135, 
No. 9/ S. 2373-2378; 

- US-Z: MERCIER. J.S.; 

et al: Dry Etch-Back of Overthick PSG Films for 
Step-Coverage Improvement. In: J. Electrochem. 
Soc: Solid- State Science and Techn.. May 1965. 
S. 1219-1222; 



1 

Beschreibung 



DE 39 15 650 Al 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Strukturte- 
rung einer auf einem Halbleiterschichtaufbau angeord- 
neten Schicht 

Bei der Entwicklung von Halbleiterbausteinen wer- 
den imrher hohere Packungsdichten angestrebt Das er- 
fordert eine immer weitere Reduziening der Minimal- 
maBe der elnzelnen Elemente. Mit Hilfe heutiger Halb- 
leitertechnologien werden bereits Strukturfeinheiten 
von unter einem Mikrometer erzieit 

Mit der stUndigen Reduziening der MinimalmaBe der 
einzelnen Elemente slnd st^dig wachsende Anforde- 
rungen an die Strukturierungstechnik verbunden. Insbe- 
sondere muB die Aufldsung der ffir die Photolithogra- 
phie eingesetzten BelichtungsgerUte weiter verbessert 
werden, um eine maBhaltige Strukturierung zu ermogJi- 
chen. 

Bei Verwendung von Licht mit gegebencr WellenJan* 
ge A ist die Auflosung nicht beliebig zu steigem, da die 
kleinste mit einem op tischen Instrument noch aufzuld- 
sende Linienbreite Wmin an die Wellenlange des Lichts A 
sowie die numerische Apertur NA des Objektivs Ober 
das Rayieigh-Kriterium gekoppelt ist: 

whm, = 0.61 A/NA. 

Mit den heute Qblichen GerSten zur optlschen Photo- 
lithographie, den sogenannten Wafersteppern. konnen 
Strukturen bis zu einer Linienbreite von 0,7 ^m aufge- 
lost werden. Eine weitere Steigerung der Aufldsung 
kann erreicht werden durch Verwendung von Licht mit 
kurzei-er Weilenlange wie zum Beispiel femes UV oder 
Rontgenstrahlung oder durch Einsatz von Elektronen- 
strahllithographie, Sowohl die Verwendung kOrzerwel- 
ligen Lichtes als auch die Elektronenstrahllithographie 
erfordern einen wesentHch hoheren apparativen Auf- 
wand ais die Tdassische" optische Photolithographie. 
Zur routinemSJ3igen Einsetzbarkeit insbesondere in der 
Halbleiterfertigung sind beide Ausweichmoglichkeiten 
noch nicht hinreichend ausentwickelt und werden in ab- 
sehbarer Zeit dazu auch nicht zur Verfflgung stehen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren anzugeben zur Herstellung von Strukturen, 
deren Breiie die durch die optische Photolithographie . 
vorgegebene Aufldsung unterschreitet 

Die Aufgabe wird erfindangsgemaB gefdst durch ein 
Verfahren zur Strukturierung einer auf einem Halblei- 
terschichtaufbau angeordneten Schicht mit folgenden 
Schritten: 

a) auf die zu strukturierende Schicht wird eine 
. Hilfsschicht aufgebracht, die mit guter Selektivit^t 

zur zu strukturierenden Schicht atzbar ist, 

b) auf die Hilfsschicht wird eine Photolackschicht 
aufgebracht und photolithographisch strukturiert, 

c) die Photolackstruktur wird durch Atzen in die 
Hilfsschicht ubertragen, 

d) die Hilfsschicht wird lateral unter die Photolack- 
struktur rOckgeHtzt, wobei die Atzung selektiv zur 
darunterliegenden» zu strukturierenden Schicht er- 
folgt. 

e) nach dem Entfemen der Photolackstruktur wird 
die strukturierte Hilfsschicht als Maske zur Struk- 
turierung der zu strukturierenden Schicht verwen* 
det. 

Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunutze, daB 



unterschiedliche Materialien verschieden auf verschie- 
dene Atzverfahren reagieren. Diese Selektivitat der At- 
zung, die zum Beispiel bei S M. SZE, in VLSI Technolo- 
gy, McGraw-Hill Book Company, t988, auf den Seiten 
5 206 bis 208 beschrieben ist, erlaubt es, gezielt bestimmte 
Schiditen zu ^tzen; wahrend benachbarte Schichten 
nicht oder nur in gertngem MaBe abgeatzt werden. 

In dem erfrndungsgem^Ben Verfahren wird zwischen 
der zu strukturierenden Schicht und einer Photolack- 
10 schicht eine Hilfsschicht aufgebracht Die Hilfsschicht 
ist so gewUhlt, daB sie sich mit hinrek:hender Selektivitat 
sowohl zum Photolack als auch zur darunterliegenden 
zu strukturierenden Schk:ht atzen laBt Erfindungsge- 
m^ wird, nachdem eine phptotechnisch in der Photo- 
is lackschicht ierzeugte Struktur durch Atzeii in die Hilfs- 
schicht ubertragen wurde, durch einen AtzprozeB die. 
Hilfsschicht unter die Struktur der Photolackschicht la- 
teral zuruckgeatzt Die sich in der Hilfsschicht ergeben- 
de Struktur weist Stege auf, die pro Kante um die latera- 
20 le Riickatzlange schmaler sind als die entsprechenden 
Stege in der Photolackstruktur. Das bedeutei, daB mit 
dem erfindungsgemaBen Verfahren eine Maske erstellt 
wird, deren Stegbreiten pro Kante «m die Riickatzlange 
reduziert sind gegenuber der minimalen Stegbreite. die 
25 durch die vorgegebene Aufldsung der Photolithogra- 
phie bestimmt ist Die strukturierte Hilfsschicht wird 
sodann als Maske zur Strukturierung der zu strukturie- 
renden Schicht verwendet. Auf diese Weise werden in 
der zu strukturierenden 3chicht geringere Breiten er- 
30 zielt als es der minimalen Breite, die durch die Aufld- 
sung der Photolithographie vorgegeben ist, entspricht, 
obwohl die Strukturierung der Photolackschicht allein 
mit Hilfe der konventionellen Photolithographie erfolg- 
te. 

35 Die Riickatzlange und damit die sich ergebende Steg- 
breite ist fiber die Ruckatzzeit g«t kontroilierbar. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung als Hilfsschicht 
eine Siliziumoxidschicht zu verwenden. die durch che- 
mische Abscheidung aus der Gasphase bei gegenuber 

40 Atmospharendruck vermindertem Druck, durch soge- 
nanntes LPCVD, nach Zersetzen von Si (OC2H5)4, soge- 
nanntes TEOS, auf der zu strukturierenden Schicht her- 
gestellt wird. Das Verfahren ist dann zur Strukturierung 
einer Polysiliziumschicht geeignet 

45 Beim Cbertragen der Photolackstruktur in die aus 
TEOS-Siliziumoxid bestehende Hilfsschicht durch einen 
. anisotropen TrockenStzprozeB mit einem Reaktions- 
gasgemisch aus CHFj und O2 wird eine Selektivitat von 
mindestens 5:1 zu einer aus Polysilizium bestehenden zu 

50 strukturierenden Schicht erzieit 

Das Ruckatzen der Hilfsschicht>aus TEOS-Silizium- 
oxid unter die Photolackstruktur erfolgt bei einer zu 
strukturierenden Schicht aus Polysilizium zum Beispiel 
durch isotrope Atzung mit einer verdQnnten HF-L6- 

55 sung. Die gewunschte Ruck^tzlange wird fiber die ROk- 
k^tzzeit eingestellt Nach dem Entfernen der Photolack- 
struktur wird die Struktur der Hilfsschicht in die zu 
strukturierende Schicht durch Atzen ubertragen. Bei ei- 
ner Hilfsschicht aus TEOS-Siliziumoxid und einer zu 

60 strukturierenden Schicht aus Polysilizium ist dafQr zum 
Beispiel ein mehrstufiger anisotroper AtzprozeB mit 
BCI3 und HCI geeignet Bei diesem AtzprozeB betragt 
die Selektivitat der Polysilizium&tzung zur Hilfsschicht 
aus TEOS-Siliziumoxid mindestens 5:1. 

65 Das Verfahren ist in einem CMOS-LogikprozeB zur 
Strukturierung von Polysiliziumgates geeignet Dabei 
ermdglicht das erfindungsgem^e Verfahren eine Redu- 
ziening der Gatelange gegenOber dem durch die Photo- 
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lithographie vorgegebenen MinimalmaB: Mit einer kur- 
zeren Gatelange ist eine hohere Stromergiebigkeit der 
Transistoren verbunden und damit wiedenim cine Per- 
formance- Verbesserung der Bauelemente. 

Zur Strukturiening von Schichten, auf denen eine Ab- s 
scheidung einer Hilfsschicht aus TEOS-Siliziumoxid we- 
gen der damit verbundenen Temperaturbelastung von 
650 bis 750** C nicht mdglich ist, wie zum Beispiel auf 
Metallisierungen, liegt es im Rahmen der Erfmdung, ei- 
ne Hilfsschicht aus Siliziumoxid zu verwenden« die auf lo 
der zu strukturierenden Schicht durch Plasmaunter- 
stQtzte. chemische Abscheidung aus der Gasphase, so- 
gehannte PECVD, hergestelh wird. Die Obertragung 
der Siruktur der Photolackschicht in die Hilfsschicht 
kann auch in diesera Fall zum Beispiel durch etnen ani- 15 
sotropen TrockenfLtzprozefi mit einem Reaktionsgasge- 
misch aus GH F3 und O2 erf olgen. 

Bei der Strukturiening einer Schicht, die unter ande- 
rem Aluminium enthalt. erfolgt das laterale Ruckatzen 
.der Hilfsschicht unter die Photolackstruktur durch eine 20 
. isotropeTrockenatzung. 

Der Einsatz des erfindungsgemaBen Verfahrens bei 
der Strukturiening von Metallisieningssdiichten aus 
zum Beispiel Aluminium fuhrt zu einer Redtizierung der 
Breite der Leiterbahnen. Das bewirkt eine kleinere Ver- 25 
drahtungskapazit^t und ein geringeres Obersprechen. 

Tm folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren 
und Ausfuhrungsbeispielen naher erlSutert 

In Fig. 1 bis Fig. 6 sind die einzelnen Verfahrens- 
schritte dargestellt 30 

In Fig. 1 ist ein Halbieiterschichtaufbau 1 dargestellt 
Auf dem Halbieiterschichtaufbau 1 ist eine zu struktu- 
rierende. Schicht 2 angeordnet. Die zu strukturierende 
Schicht 2 ist zuih Bieispiel eine n'*"-dotierte Polysiiizium- 
schicht, die als Gate fur MOS-Transistoren strukturiert 35 
werden soil. Der Halbieiterschichtaufbau 1 enthalt in 
diesem Beispiel ein Substrat, Feldoxidbereiche und das 
Gateoxid. In einem anderen Beispiel ist die zu struktu- 
rierende Schicht 2 zum Beispiel eine Aluminium enthal- 
tende Metallisierungsebene. In diesem Beispiel enthalt 40 
der Halbieiterschichtaufbau 1 fertige Bauelemente, wie 
Transistoren, Kondensatoren. Widerstande, die von ei- 
ner Passivierungsschtcht bedeckt sind. 

Auf der zu strukturierenden Schicht 2 wird eine Hilfs- 
schicht 3 angeordnet Die Hilfsschicht 3 wird so auf die 45 
zu strukturierende Schicht 2 abgestimmt, daB die Hilfs- 
schicht 3 mit guter Selektivitat zur darunterliegenden zu 
strukturierenden Schicht 2 Stzbar ist Im Fall einer zu 
strukturierenden Schicht 2 aus Polysilizium ist zum Bei- 
spiel eine Hilfsschicht 3 aus Siliziumoxid geeignet, die 50 
durch chemische Abscheidung aus der Gasphase bei 
gegenOber Atmospharendruck vermindertem Druck 
(LPCVD) nach Zersetzen von Si (OCiHsiA (sogenanntes • 
TEOS) auf der zu strukturierenden Schicht hergestellt 
wird. Fur den Fall, daO die zu strukturierende Schicht 2 55 
Oder der Halbieiterschichtaufbau t die Temperatur zwi- 
schen 650 und /SO^'C, wie sie bei der Abscheidung einer 
Siliziumoxidschicht nach dem LPCVD- Verfahren durch 
Zersetzung vori TEOS auftritt, nicht vertrSgt, wie es im 
Beispiel der Aluminium enthaltenden zu strukturieren- eo 
den Schicht 2 der Fall ist, ist als Hilfsschicht 3 eine 
Siliziumoxidschicht geeignet, die auf der zu strukturie- 
renden Schicht durch Plasma-unterstutzte» chemische 
Abscheidung aus der Gasphase (PECVD) hergestellt 
wird. 65 

Auf der Hilfsschicht 3 wird cine Photolackschicht 4 
erzeugt 

Die Photolackschicht 4 wird durch optische Lithogra- 



phie strukturiert, dabei entstehen die Photolackstruktu- 
ren 4 1 (siehe Figur 2). 

In Fig. 3 ist die Obertragung der Photolackstrukturen 
41 in die Hilfsschicht 3 dargestellt. Die Obertragung der 
Photolackstrukturen 41 in die Hilfsschicht 3 erfolgt zum 
Beispiel durch eine anisotrope TrockeriStzung mit ei- 
nem Reaktionsgasgemisch aus CHF3 und O2 in einer 
RIE-(= reactive ion etching = reaktives lonenSt- 
zen)-Anlage. Die Auung kann z. B. auf einer Atzanlage 
vom Typ AME 81 1 1 der Firma Applied Materials durch- 
gefOhrt werden. Bei der Atzung einer TEOS-Silizium- 
oxidschicht auf einer Polysilizium unterlage wird in die- 
sem TrockenHtzprozeQ eine Selektivitat von mindestens 
5 : 1 erzielt Eine ausfQhrliche Schilderung von selekti- 
ven Atzprozessen findet sich z. B. in S. M. Sze» VLSI- 
Technology, McGraw Hill Book Company 1988. S. 
221 - 227 und S. M. Sze Siemiconductor Devices, J. Wiley 
1 985, S. 457 - 465. 

Nun erfolgt der erfindungswesehtliche Schritt der la- 
teralen Rilckatzung der Hilfsschicht unter die Photo- 
lackstrukturen 4.1 (siehe Fig. 4). Mit Hilfe eines isotro- 
pen Atzprozesses wird die Hilfsschicht 3 unter die Kan- 
ten der Photolackstrukturen 41 rQckge&tzt, wobei ^ie 
Hilfsschichtstrukturen 31 entstehen. Die Hilfsschichts- 
tnikturen 31 treten an den Kanten urn die RQck^tzlHnge 
hinter den Photolackstrukturen 41 zurOck. Das bedeu- 
tet, daB die' Stege der Hilfsschichtstrukturen 31 pro 
Kante um die Rudcatzlange schmaler sind als die Photo- 
lackstrukturen 41. Wenn die Breite der Stege der Photo- 
lackstrukturen 41 die, bedinjg^ durch die Auflosung der 
optischen Instrumente bei der Photolithographie, mini- 
male Breite ist, ist die Breite der Stege der Hilfsschichts- 
trukturen 31 um zweiqial die Ruckatzlange reduziert 
gegenubeir dieser minimalen Breite. Mit dem erfin- 
dungsgemlUien Verfahren ist es daher mdgltch, Struktu- 
ren herzustellen, deren Breite die durch die Photolitho- 
graphie vorgegebene Auflosung unterschreitet Die 
durch die Photolithographic vorgegebene Auflosung 
kann dabei um bis zu 0,5 unterschritten werden. 

Im Beispiel einer Hilfsschicht 3 aus TEOS-Silizium- 
oxid, die z- B- eine Dicke von 150 nm aufweist, und einer 
zu strukturierenden Schicht 2 aus Polysilizium erfolgt 
der isotrope Ruckatzschritt zum Beispiel mit einer 
1-prozentigen HF-L6sung, Bei einer RQckatzzeit von 4 
Minuten wird eine RQck^tzl^ge von 200 nm pro Kante 
erzielt Die Atzung erfolgt selektiv zur darunterliegen- 
den zu strukturierenden Schicht 2. 

Ira Fall einer Aluminium enthaltenden zu strukturie- 
renden Schicht 2 ist eine Ruckatzung mit einer HF-L6- 
sung nicht moglich, da diese Aluminiumschichten an- 
greift Statt dessen erfolgt hier der isotrope Riickatz- 
schriti zum Beispiel durch eine isotrope Trockenatzung. 
Diese Trockenatzung erfolgt z. B. mit einem Gasge- 
misch aus CF4 und O2 auf einer Downs treamtrockenatz- 
anlage vom Typ CDE-8 der Firma Tylan-Tokuda durch- 
gefiihrt Auf die oben zitierte ausfQhrliche Schilderung 
von selektiven Atzprozessen in der Literatur wird auch 
in diesem Zusammenhang verwiesen. 

Nach dem Entfernen der Photolackstrukturen 41 (sie- 
he Fig. 5) wird die Hilfsschichtstruktur.31 als Maske fiir 
die zu strukturierende Schicht 2 verwendet Die Struk- 
turierung der zu strukturierenden iSchicht 2 aus Polysili- 
zium erfolgt durch eine anisotrope Atzung in mehreren 
Stufen. Beispielsweise erfolgt Die Atzung in der ersten 
Stufe mit BCI3, in der zweiten Stufe mit HCl und in der 
dritten Stufe niit einem Gemisch aus HCl und Ar. Diese 
ProzeBfolge lauft z.B. auf einer Atzanlage vom Typ 
AME 8121 der Firma Applied Materials ah. Dieser Atz- 
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prozeB weist bei der Atzung von Polysilizium gegen- 
uber TEOS-Siliziumoxid eine Selektivitat von 5 : 1 auL 
Weilere Atzprozesse fur Polysilizium mil Selektivitat 
gegenuber TEOS-Siliziumoxid ergeben sich aus den ge- 
nannten Textstellen. 5 

Im Fall einer Aluminium enthaltenden zu strukturie- 
renden Schicht 2 erfolgt. die Strukturieruiig durch eine 
anisotrope Atzung mit einem Gemisch .aus Z.B. BCI3 
und Q2. In diesem Schritt entstehen die Strukturen 21 
(stehe Fig. 6). Die Strukturen 21 entsprechen in der Brei- 10 
te genau den Hilfsschichtstrukturen 31. Das bedeutet. 
daQ die Strukturen die durch die Photolithographie vor- 
gegebene Aufldsung unterschreiten. 

Mit dem erfindungsgemdOen Verfahren werden da> 
her zum Beispiel Gatelangen von 0^ \un erzielt, wenn 15 
mit der Photolithographie 0,7 |xm breite Photolack- 
strukturen erzeugt werden. 

Pa^tentanspriiche 

26 

1. Verfahren zur Strukturterung einer auf einem 
Halbleiterschichtaufbau angeordneten Schicht mit 
folgenden Schritten: 

a) auf die zu strukturierende Schicht (2) wird 
eine Hiifsschicht (3) aufgebracht. die mit guter 25 
Selektivitat zur zu strukturierenden Schicht (2) 
atzbar ist, 

b) auf die Hiifsschicht (3) wird eine Photolack- 
schicht (4) aufgebracht und. phoiolithogra- 
phisch sirukturiert, ^ 30 

c) die Photolackstruktur (41) wird durch Atzen 
in die Hiifsschicht (3) ubertragen, 

d) die Hiifsschicht (3) wird lateral unter die 
Photolackstruktur (41) riickgeatzt, wobei die 
Atzung selektiv zur darunteriiegenden, zu 35 
strukturierenden Schicht (2) erfolgt, 

e) nach dem Entfernen der Photolackstruktur 
(41) wird die Hilfsschichtsiruktur (31) als Mas* 
ke zur Strukturierung der zu strukturierenden 
Schicht (2) verwendeL 40 

2. Verfahren nach Anspruch 1» dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Photolackstruktur (41) durch eine 
anisotrope Atzung in die Hiifsschicht (3) iibertra- 
gen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, dafi als Hiifsschicht (3) eine Silizium- 
oxidschicht verwendet wird, die durch chemische 
Abscheidung aus der Gasphase bei gegenuber At- 
mospharendruck vermindertem Druck (LPCVD) 
nach Zersetzen von Si (OC2H5)4 (TEOS) auf der zu 50 
strukturierenden Schicht (2) hergestellt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3»- dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Photolackstruktur (41) durch ei* 
nen anisotropen TrockenatzprbzeQ mit einem Re- 
aktionsgasgemisch aus CHF3 und O2 erfolgt. 55 

5. Verfahren nach Anspruch 4 dadurch gekenn- 
zeichnet daB das laterale RUckatzen der Hiifs- 
schicht (3) durch eine isotrope Atzung erfqlgt 

6. Verfahem nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zetchnet, daB die isotrope Atzung mit einer HF-Ld- eo 
sung erfolgt 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Obertragung der Hilfsschichts- 
truktur (31) in die zu strukturierende Schicht (2) 
durch eine anisotrope Atzung in mehreren Stufen 65 
mit BCI3, HO und einem Gemisch aus HCl und Ar 
erfolgt 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
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zeichnet daB die zu strukturierende Schicht (2) aus 
polykristallinem Silizium besteht 

9. Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 7 
oder 8 zur Strukturierung einer polyicristaliinen Si- 
liziumschicht 

10. Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 7 
Oder 8 in einem CMOS-LogikprozeB zur Struktu- 
rierung der Polysiliziumgates. 

11. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet daB als Hiifsschicht (3) eine Silizi- 
umoxidschicht verwendet wird, die auf der zu 
strukturierenden Schicht (2) durch Plasma-unter- 
stfltzte. chemische Abscheidung aus der Gasphase 
(PECVD) erzeugt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Photolackstruktur (41) durch ei- 
nen anisotropen TrockenatzprozeB mil einem Re* 
aktionsgasgemisch aus CHF;3. und 02 in die Hiifs- 
schicht (3) Qbertragen wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das laterale Ruckatzen der Hiifs- 
schicht (3) durch eine isotrope Atzung erfolgt 

14. Verfahren nach Anspruch 13. dadurch gekenn^ 
zeichnet daB das laterale Ruckatzen der Hiifs- 
schicht (3) durch isotrope Trockenatzung erfolgt 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Strukturierung der zu strukturie- 
renden Schicht (2) durch eine anisotrope Atzung 
mit BCb und CI2 erfolgt 

16. Verfahren nach Anspuch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die zu strukturierende Schicht (2) 
Aluminium enthalt 

17. Verwendung eines Verfahrens nach Anspruch 
15 oder 1 6 zur Strukturierung einer Aluminium ent- 
haltenden Metallisienmgsebene. 
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